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@ HalbleKervoirichtuhg 



Eine Halbleitervorrichtung umfaOt elne Mehrzahl von Hatb- 
leitersubstraten (14). die auf einer Keramikplatte (7) gestapett 
sind, wobei eine Mehrzahl von Halbleitersubstraton Goer in 
deh Halblertersubstraten (14) geWWeto Durchgahgslettungen 
(12) und auf den Oberfl&chen der Halbleitersubstrate (14) und 
In elektrischem Kontakt mit den Durchgangslettungen (12) 
gefermte Warzenkontakte (13) mitetnander verbunden sind. 
Jedes der Hatblettersubstrate (14) welst eine Speteherschal- 
tung, eine togische SchaJtung odor entsprechendas auf. Die 
Durchgangsleitungen (12) sind In den HaJbltUefsubstraten 
(14) so geformt, daB sle unabMnglg von den HaJblettersub- 
straten (14) etektrisch teHend sind und sich in der Dlckenrich- 
tung durch die Halbleitersubstrate (14) hlndurch erstrecken. 
Die Keramikplatte (7*) weist eine Mehrzahl von Durchgangslo- 
chem (8) auf, die sich durch die Platte hlndurch erstrecken, 
und ftuBere Leitungen (9) sind durch die Locher hlndurchge- 
fQhrt und etektrisch mit den Warienkontakten (1 3) der unteren 
Oberfl&che des untersten Halbteltersubstrates (111) der 
Mehrzahl von Haibteitersubstraten verbundea (32 33 1 95) 
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TjJ Halblei tervorrichtung, gekennzetchnet durch 
eine Mehrzahl voh Halblei tersubstraten ( 111 , 112, ... , lln) 
die Jewells von einem Lei tungstyp mit einem vorgegebenen 
Wert der Lei tffihigkei t sind und eine auf wenigstens einer 
ihrer OberflSchen gebildete Halbleitereinrichtung und 
etne sich als durch das Substrat (14) in dessen Dicken- 
richtung hindurcherstreckende Diffusionsschicht gebildete 
Durchgangsleitung (12) aufweisen, wobei sich die Durch- 
gangsleitung (12) von dem Halblei tersubstrat (14) wenig- 
stens bezliglich eines der Merkmale des Leitungstyps und 
des LeitfShigkei tswertes zum Bilden eines unabhSngig von 
dem Halbleitersubstrat (14) elektrisch leitenden Leitungs- 
weges unterscheidet , 

eine Halteeinrichtung zum Halten der Mehrzahl von Halblei- 
tersubstraten (111, 112, .... lln) in gestapelter Weise , 
und 
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eine Verbindungseinrichtung (13) zum Verbinden der Mehr- 
zahl von Halbleitersubstraten (111, 112, . .., lln) Uber 
die Durchgangsleitungen ( 12) . 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindungseinrichtung Verbindungselek- 
troden (13) aufweist, die in elektrischem Kontakt mit 
den Durchgangsleitungen (12) verbuhden sind an aneiriander 
gegenUberliegenden Stellen auf den gegenUberliegenden 
Oberfiachen von Jewells zwel benacbbarteh Halbleitersub- 
straten. 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindungseinrichtung an der Stelle 
der Durchgangsleitung (12) geformte Verbindungselektroden 
(13) aufweist. 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekehn- 
zeichnet, daB die von der Verbindungseinrichtung umfaBten 
Verbindungselektroden (13) an einer gegenUber der Verbin- 
dungsleitung (12) versetzten Position gebildet sind. 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , daB die Verbindungselektroden 
(13) von den Oberfiachen der Halbleitersubstrate hervor- 
stehende Verbindungselektroden aufweisen, 

dafl die Hal teeinrichtung die Mehrzahl von Halbleitersub- 
straten in einer gestapelten Weise mit den hervorstehen- 
den Verbindungselektroden jeweils aneinander anl legend 
zum Bilden einer mechanischen und elektrischen Verbindung 
halten. 

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die hervortretenden Verbindungselektroden 
(13) ein Elektrodenmaterial von verhfiltnismSflig niedrigem 
Schmelzpunkt aufweisen und daB die hervortretenden und 
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aneinander angrenzenden Verbindungselektroden bei dieser 
verhal tnismSBig niedrigen Temperatur zum Herstellen einer 
mechanischen und elektrischen Verbindung miteinander ver- 
schmolzen sind. 

7. Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprliche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , daB die Durchgangsleitung (12) 
vom entgegengesetzten Leitungstyp 1st. 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB die Durchgangsleitung (12) einen kleineren 
LeitfShigkei tswert als das Halblei tersubstrat (14) auT- 
weist. 

9. Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprliche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Halblei tersubstrat (\A) 
einen verdUnnten Tell in dem Bereich, i n dem die Durch- 
gangsleitung (12) . gebil.de t 1st, aufweist, und daB die 

in dem Halbleitersiibstrat (14) gebiidete Durchgangsleitung 
(12) in dem verdUnnten Teil geformt ist, wodurch die LSnge 
der Durchgangsleitung (12) in der dicken Richtung verkUrzt 
ist. 
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BESCHREIBUNG 

Halbleitervorrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung. Mit 
dieser wird eine wei tergehende Integration ermbglicht. 

Figur 1 zeigt einen Schnitt durch eine herkbmmliche Halb- 
leitervorrichtung. Diese wei st ein Halbleiter-Chip 2 auf, 
auf dem eine Speicherschaltung Oder eine Logikschaltung 
gebildet ist und welches auf einer Keramikplatte oder 
einem Kunststoffbauteii 1 montiert ist. Das Haibleiter- 
Chlp 2 1st in einem zentralen ausgenommenen Teil der Kera- 
mikplatte 1 montiert, und es sind interne Lei tungen 3 
auf der Keramikplatte 1 rund urn den zentralen ausgenommenen 
Teil vorgesehen, die slch in radialer Richtung erstreckon. 
Das Chip 2 weist auf seiner oberen OberflSche Elektroden- 
Pads aus Aluminium auf, die nicht gezeigt sind. Die Elek- 
troden-Pads des Halbleiter-Chips 2 und die internen Lei- 
tungen 3 sind mittels Verbindungslei tungen 4 aus Golddrah- 
ten oder Aluminiumdrtinten verbunden. Die internen Lei tungen 
3 sind fernertmit auBoren Lei tungen 5 verbunden, die sich 
an der Seitenwand der Keramikplatte 1 nach unten erstrek- 
ken. Ein Rahmen 7 aus Keramikmaterial ist auf der Keramik- 
platte 1 vorgesehen und umgibt den oben beschriebenen 
zentralen ausgenommenen Teil der Keramikplatte 1 und die 
Verbindungslei tungen 4, und ein Dichtungsdeckel bzw. Ver- 
schlufideckel 6 ist auf dem Kerauikrahmen 7 montiert zum 
Einschliefien des Halbleiter-Chips 2 in dem durch die Kera- 
mikplatte 1, den Rahmen 7 und den Dichtungsdeckel 6 defi- 
nierten Raum. 

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, ist die herkbmmliche 
Halbleitervorrichtung so ausgebildet, dafl ein einzelnes 
Halbleiter-Chip in elner einzelnen Keramikkapsel oder 
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einem einzelnen Kunststof fbauteil eingeschlossen ist. 
Um den AufbaumaBstab vergrbBern zu kbnnen, wurde eine 
Losung vorgeschlagen und auch in die Praxis umgesetzt, 
bei der eine Anzahl von Chips auf einem einzelnen Keramik- 
modul montiert ist. Diese Losung vergrbBert den BaumaBstab 
der Halblei ter^Chips aber um nur durch Anordnen von so 
viel wie mbglich Halbleiter-Chips dicht beieinander auf 
einer einzigen Ebene. Daraus ergibt sich einp Begrenv.ung 
des BaumaBstabes oder des IntegrationsmaBstabes der Halb- 
leiter-Chips. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte Halblei ter- 
vprrichtung mit einem vergrbflerten IntegrationsmaBstab 
zu schaf fen. 

Es soil erreicht werden, daB die LSnge der Verdrahtungen 
bzw. Leitungen geklirzt wird, so daB die Streukapazi tat 
vermindert und die Opefationsgeschwindigkeit vergrbBert 
wird. 

GemaB einer Weiterbi ldung der Erfindung soil erreicht 
werden, daB jedes von. einer Mehrzahl von Halblei tersubstra- 
ten in einem einzelnen Bauteil getestet werden kann, wobei 
das Testen erleichtert und die Ausbeute von Halblei ter- 
vorrichtungen vergrbBert wird. 

GemSB eines weiteren Aspektes der Erfindung soil die 
ZuverlSssigkeit der Verbindung in der Halblei tervorrich- 
tung bei gleichzei tigem Senken der Herstellungskosten 
vergrbBert werden. 

Insbesondere soil eine Halblei tervorrichtung geschaffen 
werden, deren IntegrationsmaBstab vergrbBert wird und 
die Mehrzahl von Halblei tersubstraten erhbht werden kann 
ohne daB der Umfang des Bauteiles dadurch betrfichtlich 
vergrbBert werden mUBte. 
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Diese Aufgabe wird durch eine Halblei tervorrichtung ge- 
. lost, die gekennzeichnet ist durch eine Mehrzahl von Halb- 
lei tersubstraten, die jeweils auf wenigstens einer der 
Oberf lichen davon gebildete Halblei tervorrichtungen auf- 
weisen und eine Durchgangslei tung, die unabhangig von 
dem Halbleitersybstrat elektrisch leitend ist und sich 
durch das Halblei tersubstrat in der Dickenrichtung er- 
streckt, eine Hai teeinrichtung zum Hal ten der Mehrzahl 
der Halbleitersubstrate in aufeinandergeschichte'ter Wei- 
se und eine Verbindungselnrichtung zum Verbinden der Mehr- 
zahl von Halblei tersubstraten durch die Durchgangslei tungen 
davon. 

In einer bevorzugten AusfUhrungsform der Erfindung weist 
die Verbindungseinrichtung Verbindungselektroden auf, 
die in elektrischem Kontakt mit den Durchgangslei tungen 
an den sich einander gegenUberliegenden Posit ionen auf 
den einander gegenUberliegenden OberflSchen von zwei be- 
nachbarten Halblei tersubstraten gebildet sind; Die Ver- 
bindungselektroden kSnnen ep.tweder an den Stel^en der 
Durchgangslei tungen Oder an gegenliber den Durchgangslei- 
tungen verse tzten Stellen vorgesehen sein. Vorzugsweise 
kbnnen die Elektroden hervorstehende Verbindungselektroden 
umfassen, die von den Oberflachen der Halbleitersubstrate 
hervorstehen. Die Hal teeinrichtung ist so ausgeblldet, 
daB sie eine Mehrzahl von Halblei tersubstraten in aufein- 
ander gestapelter Weise halt, wobei die hervorstehenden 
Verbindungselektroden aneinander jeweils anliegen und 
eine elektrische Verbindung bilden. Vorzugsweise umfassen 
die hervorstehenden Verbindungselektroden ein Elektroden- 
material mit verhSl tnismaBig niedrigem Schmelzpunkt , und 
die hervorstehenden Verbindungselektroden, die aneinander 
anliegen, sind jeweils miteinander bei einer verhHltnis- 
m&fiig niedrigen Temperatur miteinandier verschmolzen, um 
so eine elektrische Verbindung zu schaffen. 
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In Ubereinstimmung mit einer AusfUhrungsform der Erfin- 
dung sind die Halbleitersubstrate an einem Leitungstyp 
und die Durchgangslei tungen sind von dem entgegengesetzten 
Leitungstyp, wodurch eine elektrische Leitung der Durch- 
gangslei tungen unabhfingig von dem Substrat erfolgt. In 
Ubereinstimmung mit einer anderen AusfUhrungsform der 
Erfihdung haben die Halbleitersubstrate einen gegebenen 
LeitfShlgkei tswert und die Durchgangslei tungen einen klei- 
neren Leitfahigkei tswert als die Halbleitersubstrate, 
wodurch eine elektrische Leitung der Durchgangslei tungen 
unabhSngig vom Substrat erreicht wird. 

GemSB einer anderen AusfUhrungsform der Erfindung weisen 
die Halbleitersubstrate einen verdUnnten Teil auf, der 
an dem Bereich geformt 1st, an dem die Durchgangslei tung 
zu formen ist, und die Durchgangslei tung ist in dem Halb- 
lei tersubgtrat an dem verdUnnten Teil gebildet, Wodurch 
die LSnge der Durchgangsleitung in Richtung der Dicke 
des Materials verkUrzt ist. 

Weitere Merkmale und ZweckmSBigkeiten der Erfindung er- 
geben sich aus der Beschreibung von AusfUhrungsbeispielen 
unter Bezugnahme auf die Figuren. Von den Figuren zeigen: 

Fig, 1 eine Schnittdarstellung einer herkbmml ichen 
Halblei tervor richtung; 

Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer AusfUhrungsform 
der erf indungsgem&Ben Halblei tervorrichtung; 

Fig. 3 eine vergrSBerte Schnittdarstellung eines Halb- 
lei tersubstrates , welches gemaB einer AusfUhrungs- 
form der Erfindung hergestellt 1st; 

Fig. 4 eine vergrbBerte Schnittdarstellung eines Halb- 

leitersubstrates gemSB einer anderen AusfUhrungs- 
form der Erfindung ; 
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eine vergrbflerte Schnittdarstellung von einem 
Teil einer Durchgangsleitung in einem Halblei- 
tersubstrat gemHfl einer AusfUhrungsform der Er- 
findung; 

eine vergrbfJerte Schnittdarstellung einer elek- 
trischen Vcrbir.dung einer AusfUhrungsform von 
zwel gestapelten Halbleitersubstraten gemaB der 
Erfindung; 

eine vergrbflerte Schnittdarstellung einer elek- 
trischen Verbindung einer anderen AusfUhrungs- 
form von zwei geschichteterv bzw. gestapelten 
benachbarten Halbleitersubstraten gemtifJ der Er- 
f indung; und 

eine vergrbfJerte Schnittdarstellung Bhnlich der 
in Figur 7, yon einer weiteren AusfUhrungsform 
einer elektrischen Verbindung von zwel benach- 
barten Halbleitersubstraten, die Ubereinander 
geschichtet sind. 

Figur 2 zeigt einen Schnitt durch einen Entwurf einer 
AusfUhrungsform einer Halblel tervorrlchtung gemaB der 
Erfindung. Die in Figur 2 gezeigte Halblei tervorrlchtung 
umfaBt eine Mehrzahl von Halbleitersubstraten 111, 112, 
113, . .. lln, die in S tape Awe ise auf einer Keramikplatte 
?? angeordnet sind, wobei die Mehrzahl der Halblei tersub- 
strate miteinander verbunden sind durch Durchgangslei tungen 
12, die gemSB der Erfindung in jedem der Halblei tersub- 
strate geformt sind, und durch Kontaktwarzen 13, die auf 
den OberflSchen der Halblei tersubst rate geformt sind und 
sich in elektrischem Kontakt mit den Durchgangslei tungen 
12 befinden. Jedes der Halblei tersubstrate 111 t 112, 113, 
... lln weist eine Speicherschaltung, eine Logikschal tung 
Oder tthnllches in Ublicher Weise auf. Die Keramikplatte 
7 % weist eine Mehrzahl von Durchgangslbchern 8 zur Ver- 
bindung nach auBen in der Dickenrichtung an solchen vor- 
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bestimmten Stellen, an denen die Kontaktwarzen 13 an der 
unteren OberflSche des Halblei tersubstrates 111 vorgesehen 
sind, auf. AuBere Leitungen 9 sind durch die oben beschrie- 
benen Locher 8 der Keramlkplatte 7 hindurchgefUhrt , und 
Augen bzw. AnschluBf lHchen 10 sind an der oberen Oberflache 
der Keramikplatte 7 zum Verbinden mit den jewel li gen Sufie- 
ren Leitungen 9 an deren jeweiligen oberen Enden vorge- 
sehen. Die Anordnung mit der Mehrzahl der Halblei tersub- 
strate 111/ 112, 113, ... lln, die miteinander durch die 
* Kontaktwarzen 13 Uber die Durchgangslei tungen i2 der je- 
weiligen Halblei tersubstrate verbunden sind, 1st dann 
auf der Keramikplatte 7 montiert, wobei die Kontaktwarzen 

13 auf der unteren OberflSche des Halblei tersubstrates 
111 elektrisch mit den AnschluBf lHchen 10 verbunden sind, 
die auf der oberen Oberflache der Keramikplatte 7 montiert 
sind. Diese Zusammensetzung mit der Mehrzahl von Halblci- 
tersubstraten und der Keramikplatte 7 sind mit einem SuBc- 
ren Verpackungsbauteil 30 in der in der Halblei tertechnolo- 
gie bekannten Weise eingeschlossen. 

Figur 3 zeigt eine vergrtJBerte Schni ttdarstellung eines 
der Halblei tersubstrate 111* 112, 113, ...lln, aus der 
ersichtlich 1st, wie die Durchgangslei tungen 12 als eine 
Diffusionsschicht gebildet sind. Es wird zun&chst insbe- 
sondere auf Figur 3 Bezug genommen. Ein Silizlumsubstrat 

14 vom p-Typ (oder7C -Typ) oder n-Typ mit hohem Widerstand 
Oder niedriger Lei tf&higkei t wird hergestellt und mit 
einem Oxidfilm 15 wie etwa Si0 2 gebildet, Dann wird der 
Oxidfilm 15 teilweise auf beiden Oberflachen entfernt, 

urn Offnungen zu bilden, an denen die oben beschriebenen 
Durchgangslei tungen 12 geformt werden kbnnen. Damit die 
Offnungen an beiden Oberflfichen zur Deckung gebracht wer- 
den, kann eine Zw i-Oberf lBchen-Masken-Abgleichsvorrichtung 
verwendet werden. Dann wird durch die Offnungen, an denen 
der Oxidfilm 15 entfernt worden ist, eine Verunreinigung 
wie Aluminium mit verhfil tnismSftig groBem Vertei lungsko- 
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effizienten selektiv diffundiert, so dafl eine Durchgangs- 
leitung 12 vom p-Typ geformt wird, die sich durch das 
Halblei tersubstrat 14 in Richtung der Tiefe von der oberen 
Oberflache zu der unteren Oberfl&che hin erstreckt. In 
dem Fall, in dem das Siliziumsubstrat 14 vom n-Typ ist, 
liefert die Bildung der Durchgangsleitungen von einem 
p-Typ in der Tiefenrichtung einen Leitungsweg, der durch 
Anlegen einer Spannung in Sperrichtung zwischen dem Si li- 
ziumsubstrat 14 und den Durchgangsleitungen 12 unabhHngig 
von dem Halblei tersubstrat 14 elektrlsch lei tend 1st, 
In dem Fall, irv dem das Siliziumsubstrat 14 vom p-Typ 
Oder 7T -Typ ist, gib t die Bildung der Durchgangsleitungen 
mit p-Typ mit einem niedrigeren Widerstand oder einer 
grbfJeren Leitftthigkeit auch einen elektrischen Leitungs- 
weg, der unabhttngig von dem Halblei tersubstrat 14 wegen 
eines niedrigeren Widerstandes oder einer hbheren Lei tfiihigkei t 
der Durchgangsleitungswege im Vergleich zu dem Halblei ter- 
substrat 14 elektrisch lei tend ist. Die Durchgangsleitungen 
dienen somit als Leitungsweg fUr die elektrische Leitung 
durch das Hal b 1 e i t e rsubs t rat 14 zwischen den oberen und 
unteren OberflHchen in Tiefenrichtung unabhSngig von dem 
Halblei tersubstrat 14/ 

Figur 4 zeigt eine vergriJBerte Schnittdarstellung einer 
anderen AusfUhrungsfonn des Halblei tersubstrates 14 gemSfi 
der ErfindungV in diesem Fall, bei dem eine integrierte 
Schaltung beispielsweise durch n Kanal-MOS-Transistoren 
verwirklicht werden soil, muB das Substrat Ublicherweise 
vom p-Typ sein. Deshalb wird in einem solchen Fall wie 
in Figur 4 gezeigt ein aktiver Bereich 16 als p-Typ in 
einem sich von den oben beschriebenen Durchgangsleitungen 
12 unterscheidenden Bereich gebildet. Eine solche p-Typ 
Schicht kann geeignet auf dem Siliziumsubstrat 14 vom 
n-Typ mittels eines Ionenimplantationsprozesses einer 
p-Typ- Verunreinigung oder eines Dif fusionsprozesses mit 
einer p-Typ-Verunreinigung in auf dem Gebiet der Halblei- 
tertechr.ologie bekannten Art und Weise gebildet werden. 
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Figur 5 zeigt eine vergriSBerte Schnittdarstellung eines 
Teiles der in dem Halblei tersubstrat 14 erf indungsgemaB 
vorgesehenen Durchgangslei tung 12. Zuerst wird eine Alumi- 
niumelektrode 17 auf dem Diffusionsbereich , der die Durch- 
gangsleitung 12 bildet, geformt, und dann wird darauf 
ein Chrom/Kupfer-Film 18 gebildet. Dann wird eine Kontakt- 
warze 13 aus Lotmittel Oder Gold auf dem Chrom/Kupfer- 
Film 18 gebildet, die von der OberflSche des Substrates 
14 hervorsteht. Ferner wird auf dem Oxidfilm 15 ein Schutz- 
film 19 aus Siliziumdioxid und/oder Siliziumni trid gebil- 
det . 

Figur 6 zeigt eine vergrttflerte Schnittdarstellung von 
zwei aneinandergrenzenden Halblei tersubstraten in gestapel- 
ter bzw. geschichteter Weise, bei der zur Vereinfachun^ 
die Durchgangslei tungen 12 weggelassen worden sind. Die 
in Figur 6 gezeigte Aus fUh rungs form zeigt einen Fall, 
bei dem die Durchgangslei tungen 12 des oberen Substrates 
14 und die Durchgangslei tungen 12 des unteren Halblei ter- 
substrates 14 in vertikaler Rich tung abgeglichen sein 
sollen. Deshalb werden das obere und das untere Substrat 
14 unter Verwendung der Zwei-Oberf lSchen-Abgleichvorrich- 
tung aui'einandergepaBt , so daB die Warzenkontakte 13 des 
oberen Substrates 14 und die Warzenkontakte dos unteren 
Substrates 14 jewel Is miteinander abgeglichen sind. Da 
die Schmelztemperatur des Materials der Warzenkontakte 
wesentlich niedriger, sagen wir 300 bis 400°C t als die 
bei einem Dif fusionsprozeB verwendete Temperatur 1st, 
kdnnen die Warzenkontakte 13 der oberen und unteren Sub- 
strate 14 miteinander mittels eines ErwSrmungsprozesses 
bei einer solchen niedrigen Temperatur verschmolzen werden, 
ohne daB die in den Substraten 14 enthaltenen Halblei ter- 
einrichtungen beeinfluBt werden wllrden. So wird eine Mehr- 
zahl von Halblei tersubstraten 14 integral durch Verbinden 
miteinander Uber die Warzenkontakte 13, die wiederum mit 
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den Durchgangsleitungen 12 der jeweiligen Halbleitersub- 
strate 14 verbunden slnd, geschaffen. 

Figur 7 zeigt eine vergrbBerte Schnittdarstellung einer 
anderen Ausflih rungs form eines Teiles der Warzenkontakte 
13 und der Durchgangsleitungen 12 von zwei benachbarten 
Halbleitersubstraten 14 in gestapelter Form. GemBfl der 
in Figur 7 gezeigten Aus fUh rungs form si nd wiederum die 
Durchgangsleitungen 12 und die Warzenkontakte 13 in verti- 
kal abgeglichener Position vorgesehen. Die in Figur 7 
gezeigte Aus fUh rungs Co rm unterscheidet sich von der in 
Figur 6 gezeigten AusfUhrungsform aber insofern, als die 
rUckwartige OberflHche des Halblel tersubstrates 14 zum 
Bilden eines verdUnnten Bereiches geatzt ist und die Durch- 
gangsleitungen 12 und die Warzenkontakte 13 dann in den 
qbeh beschriebenen verdUnnten Tellen g<;bildet sind. Als 
Ergebnis davon wird die Lange der Durchgangsleitungen 
12 in der Dickenrichtuhg verkUrzt, und entsprechend kann 
eine laterale bzw. seitliche Diffusion von den Durchgangs- 
leitungen 12 verkleinert werden. In elnem sdlchen Fall 
kann, da die Lange der Durchgangsleitungen 12 in Dicken- 
richtung klein ist, eine n-Ty p- Ve run re i n i gung mit verhalt- 
nismaBig kleinem Dlf fusionskoeffizienten wie etwa Phosphor 
Oder Arsenid Ionen-implantiert oder durch thermische Diffu- 
sion in ein p-Typ-Siliziumsubstrat gebracht werden, urn 
so Durchgangsleitungen 12 zu bilden. In dem Fall der in 
Figur 7 gezeigten AusfUhrungs form werden die wiederum 
aus Lbtmetall oder Gold gebildeten Warzenkontakte 13 
wiederum auf den oberen und unteren Oberflachen der Durch- 
gangsleitungen 12 gebildet, in derselben Weise wie in 
Figur 5 gezeigt, mit Ausnahme einer unterschiedl ichen 
vertikalen Lange der Jeweiligen hervorstehenden Warzen- 
kontakte 13, und dann werden die oberen und unteren Sili- 
ziumsubstrate 14 in derselben Weise wie vorher beschrie- 
ben elektrisch miteinander verbunden. Beim Bilden der 
Durchgangsleitungen 12 kann die Diffusion in einem elektri- 
schen Feld angewendet werden, um eine seitliche Expansion 
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in einem Dif fusionsprozeB zu beschranken, so daB die 
Diffusion in vertikaler Richtung im Vergleich zu einer 
lateralen Diffusion beschleunigt wird. 

Figur 8 zeigt eine Darstellung ahnlich der in Figur 7 
von einer vergrbBerten Schnittdarstellung einer weiteren 
AusfUh rungs form eines Teiles durch Durchgangslei tungen 
12 und die Warzerikontakte 13 von zwei gestapelten benach- 
barten Halblei tersubstraten 14, bei der eine elektrische 
Verbindung zwischen oberen und unteren Halblei tersubstra- 
ten 14 an einer Stelle gemacht ist, die versetzt ist gegen- 
Uber der Position der in dem oberen Halblei tersubstrat 
14 geformten Durchgangslei tung 12. Die in Figur 8 gezeigte 
AusfUh rungs form unterscheidet sich gegenliber der in Figur 
7 gezeigten AusfUhrungsform insbesondere dadurch, daB 
die untere Kontaktwarze 13 des oberen Halblei tersubstratcs 
an einer Stelle gebildet 1st, die, wie in Figur 8 gezeigt, 
nach links versetzt ist gegenliber der Position der Durch- 
gangslei tung 12 des oberen Halbleitersubstrates 14, und 
daB zu diesem Zweck die Aluminiumelektrode 17 und der 
Chrom/Kupfer-Film 18 von der Position der Durchgangslei tung 
des oberen Halbleitersubstrates 14 bis zu der vcrsetztcn 
Position verlangert bzw. ausgedehnt worden sind. Die oberen 
Warzenkontakte 13 und die Durchgangslei tung 12 des unteren 
Halbleitersubstrates 14 sind entsprechcnd co posi tionicrt , 
daB sie der oben beschriebenen versetzten Position gegen- 
Uberliegen. Die anderen Positionen der in Figur 8 gezeig- 
ten AusfUhrungsform stimmen im wesentlichen mit dor in 
Figur 7 gezeigten AusfUhrungsform Uberein, so daB auf 
die Beschreibung weiterer Einzelheiten verzichtet werden 
kann. 
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Wie sich aus obiger Beschreibung ergibt, wircl durch Bilden 
einer Durchgangslei tung in jedem yon einer Mehrzahl von 
Halblei tersubstraten , die sich in der Dickenrichtung durch 
das Substrat erstreckt, zum Bilden einer Durchgangslei tung 
durch die Dicke des Substrates und zum elektrischen Leiten 
unabhangig von dem Substrat, durch das Hal ten einer Mehr- 
zahl von diesen Substraten in gestapelter bzw.geschichte- 
ter Weise und durch Vcrbinden der Mehrzahl der Substrate 
liber die Durchgangsle i tungen eine Halblei tervorri chtung 
mit einer Mehrzahl von in gestapelter Weise angeordneten 
und miteinander verbundenen Halblei terelementen gcschalTcn. 
Jedes der Halblei terc lemente kann eine Speicherschal tung , 
eine Logikschaltung oder ahnliches aufweisen. Die Erfindung 
kann auch bei einem Verbindungshalble i ter wie einern 
Galliumarsenid Ariwendung finden. 



3233195 



-Jib - 



FIG. 2 




\« .V, <VM .... 'K 




.30 



3233195 



FIG. 5 




18 17 13 19 



FIG. 6 

17 » 18 17.18 




FIG. 7 




3233195 



Nummer: 
Int. CI. 3 : 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 



3233195 
H OIL 23/52 

7. September 1982 
17. Marz 1983 



FIG.1 




6 2 




FIG. 3 




nn t. 

I IV. «f 




